U 256 D 2 /64

Hersteller: VEB Zentrum fir Forschung und Technologie
Mikroelektronik Dresden

Integrierter dynamischer 16k-Bit-Schreib-Lese-Speicher-
Schaltkreis mit wahlfreiem Zugriff (dRAM). Der Schaltkreis
istein hochintegrierter/MOS-Schaltkreis in n-Kanal-Silicon-
Gate/DP-Technologie.

Der U 256 D kann universell eingesetzt werden.

Durch zeitmultiplexe Eingabe iber 7 AdreBbits, getrennt
nach Zeilen- und Spaltenadressen, kann der Schaltkreis
in einem 16poligen Geh&use untergebracht werden.
DasSpeicherelementistdie Ein-Transistor-Speicherzelle, die
aus je einem Speicher- und einem Transfergate besteht.
Die Organisation erfolgt in 16384 Worten zu je 1-Bit.
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Bauform: 21.2.1.2.16 TGL 26713, Plastgehéuse Typenstandard: TGL 38690

Masse: U256 D ca. 1,4 g
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Zur Funktion des U 256 D

it dem U 256 0 kann in folgenden Betriebsarten gearbeitet werden:

- "READ" - Zyklus (Lese-Zyklus)

- "JRITE" - Zyklus (Schreib=-Zyklus)

- "READ=-MODIFY-WRITE" - Zyklus

- "RAS=-ONLY~-REFRESH" -~ Zyklus (Auffrischgn durch Aufruf der Zeilenadresse)
- "PAGE-Mode" = Zyklus

1. Adressierung

Die 14 Adressen, die zur Auswahl einer der 16 384 Speicherzellen erforderlich sind,
werden zeitmultiplex Uber 7 Adresseneingénge AP bis A6 in die internen Adressenspeicher
ibernommen. Dies wird durch die zeitliche Folge zweier abfallender Flanken von Takt-
impulsen mit Uy = 2,7 V erreicht. Der erste Taktimpuls, ROW-Address-Strobe RAS, ilber-
nimmt die 7 Zeilen-Adressen in den IS. Durch den zweiten Taktimpuls, Column-Address-
Strobe CAS, werden danach die 7 Spaltenadressen in den IS ibernommen. Jedes dieser
beiden Signale, RAS und CLS, 1lost eine Folge von Ereignissen aus, die durch verschie-
dene intern erzeugte Tektimpulse gesteuert werden. Die beiden Taktketten sind logisch
in der Weise gegeneinander verriegelt, daB die zeitmultiplexe Adresseniibernahme auler-
helb des kritischen Zeitweges filir den Datenzugriff beim Lesen liegt. Die sp&teren Er-
eignisse in der CAS-gesteuerten Taktkette sind gesperrt, bis ein Signel ("GATED-CAS")
entsteht, das von der RAS-Taktkette abgeleitet ist. Dieses "GATED-CAS"-Signal erlaubt,
dal der CAS-Takt extern dann bereits ektiviert werden darf, wenn die Zeilenadressen-
Haltezeiten tRAH vergangen ist und wenn die Adresseninformation von Zeile zu Spalte ge=-
wechselt hat.

2. Dateneingang und =-ausgsang

Die Daten, die in eine ausgewdhlte Zelle eingeschrieben werden sollen, werden in ein
Dateneingangsregister beil einer Kombination der WRITE und 5§§-Signale ubernommen, wenn
RAS aktiv ist.

Das letzte der beiden Signale WRITE oder CAS veranlaBt mit seiner abfallenden Flanmke
die Ubernahme der Dateninformation DI in das Dateneingangsregister. Dadurch gibt es
verschiedene liglichkeiten der Schreibzyklus=Steuerunge.

Bei einem Schreibzyklus, bei dem WRITE vor CAS sktiv (L-Pegel) wird, wird DI durch CAS
uberﬁgymen und die Dateneingengs=-Vorhaltezeit tDS_Efd Dateneingangs=-Haltezeit tDH sind
auf CAS zu beziehen. Wenn die Eingangsdaten beim CAS~Ubergang noch nicht verfiigbar
sind, oder wenn ein "READ-WRITE"-Zyklus gewiinscht wird, so muB das WRITE-Signal verzi-
gert werden, bis der CAS-Ubergeng erfolgte. In diesem "KALAYES-WRITE"-Zyklus sind die
vorstehenden Zeiten auf WRITE zu beziehen (siehe Zeitdiagramme fiir "WRITE"=-Zyklus und
fiir "READ=-WRITE"-Zyklus).

Die Daten werden in den Lesezyklen vom Speicher gehelten, wenn WRITK im insktiven Z
stend (H-~Pegel) ist (solange wie CAS aktiv (L-Pegel) ist). Die auszulesenden Daten W
den am Ausgang nach der angegebenen Zugriffszeit verfigbar.

3. Datenausgangssteuerung

Der normale Zustand des Datenausgenges DO ist der hochohmige Zustand. Immer, wenn CAS
inektiv (H-Pegel) ist, floated DO. Der einzige Zeitpunkt, in dem der Ausgang einge-
schaltet und L= oder H=Pegel aufweist, ist nach der Zugriffszeit bel einem Lesezyklus.
DO ist denm glltig, bis CAS zuriick in den inaktiven Zustand (H-Pegel) geht.
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Wenn der Speicherzyklus ein "READ"=-, "READ=-MODIFY-WriteM- oder ein "DELAYEND-WRITE"~-
Zyklus ist, demn geht DO vom hochohmigen in den ektiven Zustend (L- oder H=Pegel) lber.
Nach der Zugriffszeit steht der Inhelt der ausgewdhlten Zelle (nicht invertiert zum
ehemaligen DI-Signal) zur Verfiigung. Der Ausgeng bleibt aktiv, bis CAS insktiv wird,
unebhéngig ob RAS inektiv wird oder nicht.

Wenn der Speicherzyklus ein "WRITE"-Zyklus ist (WRITE aktiv bevor CAS aktiv wird), denn
beh&lt der Datenausgeng DO seinen hochohmigen Zustend wdhrend des gesamten Zyklus.
Diese Konfiguration erlaubt dem Anwender die volle Steuermdglichkeit von DO allein
durch die Zeitsteuerung von WRITE. Dadurch, daB der Ausgeng die Daten nicht speichert,
konnen die Daten von der Zugriffszeit an bis zum Beginn eines folgenden Zyklus gliltig
bleiben ohne Nachteil fir die Zykluszeit (Ausdehnung).

"PAGE~MODE"=Zyklus

Die "PAGE-MODE"-Zyklen erlauben fir aufeinanderfolgende Speicheroperationen fiir ver-
schiedene Spaltenadressen bei der gleichen Zeilenadresse erhdhte Geschwindigkeit ohne
Anwachsen der Verlustleistung. Dies wird durch eine eingespeicherte Zeilenadresse und
RES = aktiv wihrend aller folgenden Speicherzyklen, die sich auf die gleiche Zeilen-
adresse be21ehen, erreicht. Dieser "PAGE-MODE"-Zyklus spart die Verlustleistung ein,
die mit dem RAS-Ubergang verbunden ist. Die Zeit fiir die Ubernahme weiterer Zeilen-
adressen wird damit eingespart; deshalb sind Zugriffs- bzw. Zykluszeit um diesen Be-
trag kleiner.

Auffrischen

Das Auffrischen der Daten in der Speichermetrix mit dynamischen Zellen wird ausgefiihrt,
indem ein Speicherzyklus fiir jede der 128 Zeilenadressen in einem Zeitintervall von
2 ms ausgefiihrt wird.

Neben den normalen Speicherzyklen ist das mittels "RAS-ONLY-REFRESH"-Zyklen vorteile-
haft méglich. Damit ergibt sich eine erheblich niedrigere Verlustlelstung.
Dies wird durch den kleinen Wert von IDD3 wiedergespiegelt.

Einschalten der Betriebsspannung

Solange die Betriebsbedingungen eingehalten werden, kesnn die Zuschaltung der einzelnen
Betriebsspannungen in beliebiger Reihenfolge durchgefiihrt werden. Fir den Fall, daB
die Betriebsspennungen auBerhalb des Bereiches der Betriebsbedingungen, eber innerhalb
der zuldssigen Grenzwerie liegen, so ist UBB zuerst ein und zuletzt abzuschalten.

Betriebsbedingungen
Alle Spannungen sind auf Ugg 0V (Masse) bezogen.

Kleinst- - 6Bt-
KenngroBe Kurzzeichen Einheit sinst- Nenn. Grobt

wert wert wert

-Ugg 45 5,0 5.5
Betriebsspannungen Uce 4,5 5,0 55

Yoo 108 120 132
H- Emgcngsspannung fir U
RAS, CAS, Write tHe v 27 55
H-Eingangsspannung fiir 1) N ”
alle anderen Eingénge Ui 2,4 5.5 Die Angaben fiir tp. (min)*

‘ - £ RWC (miny UNd t iy (miny Werden
L-Emgqngsspcnnung fir U 6 08 benutzt, um die Zykluszeit fiir
alle Eingénge L d o den vollen Temperaturbereich

0°C= e =70°C Z ben.
Lese- oder Schreib-Zykluszeit t g o } mizygatien
1) RC 375
Lese-Schreib-Zykiuszeit trwe 375
1) tei s 405 - =
Page-Mode-Zykluszeit toc 225
Ubergangszeit ¢ 3 o

(Anstieg, Abfall)
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KenngréBe Kurzzeichen Einheit Kleinst-- Werins “(Grafi:
f wert wert wert
RAS-Vorladezeit trp 120 -
RAS-Impulsbreite tras - 200 10 000
RAS-Haltezeit trsH 135 -
CAS-Haltezeit tesn 200
RAS -CAS-Verzdégerungs-
zeit 2) treo 25 65
C—Z-ATS-—lmpulsbreite teas 135
CAS-RAS-Vorladezeit terp -20
Zeilenadressenhaltezeit tonn 25
Zeilenadressenvorhaltezeit tasr 0
Spa|tenadressenvorhc1Itezeit‘ tasc ns -10
Spaltenadressenhaltezeit tean 55
Spaltenadressenhaltezeit ‘ 13
von RAS an AR o
Lesekommandovorhaltezeit tres 0
Lesekommandohaltezeit tren 0
Schreibkommandohaltezeit twcH 55
Schreibkommandohaltezeit .
von RAS an WCR 120
Schreibkommando-Pulsbreite twe 55
Schreibkommando-RAS- ¢ -
Vorhaltezeit RWL 0
Schreibkommando-CAS- t 70
Vorhaltezeit cwL
Dateneingangsvorhaltezeit .

3) tos 0
Dateneingangshaltezeit -

3) ton 55
Dateneingangshaltezeit ; ”
von RAS an ’ DHR ns 120
CAS-Vorladezeit (nur fir . 8
Page-Mode) CP .
Refresh-Periode trer ms - 2
Write-Kommando-Vorhaltezeit twes -20
CAS -Write-Verzégerungszeit tewn ns 80 -
RAS -Write-Verzégerungszeit trwb 145
Umgebungstemperatur ) °c 0

a

25 70

U 256 D

2) . .

Betrieb innerhalb ty i
sichert, daB tg ¢ (max) €iNgehalten
wird. tpep (max) 15t Bezugspunkt.
Wenn tpep > trep (max)’ dann wird

die Zugriffszeit ausschlieBlich von
tcac bestimmt.

3 Diese Parameter sind auf die
CAS-Flanke in Early-Write-Zy-
klen und auf die WRITE Flanke
in Delayed-Write- oder Read-
Modify-Zyklen bezogen.

Bestellbezeichnung eines Schaltkreises:

U256C

TGL 38690

- U256D TGL 38690
Lieferung des Typ U 256 C an Stelle U 256 D zeitweilig zuldssig.




Grenzwerte
KenngréBe Kurzzeichen Einheit  min. max.
Betriebsspannungen, Uob -1,0 20
bezogen auf Ugy Uee -1.0 20
Betriebsspannungen, bezogen U 0 20
auf Ugg (Upp = Ugg > 0) =
Betriebsspannungen, bezogen Upp \ -1.0 15
f
aut Uss Uee -1,0 15
Spannungen an den restlichen u. 0,5 20
Anschliissen, bezogen auf Ug, !
Umgebungstemperatur /. 0 70
L U 256 C 9 . -55 155
~Lagerungs- U 256 D s G 255 125
Verlustleistung Py, w ~ 1,0
AusgangskurzschluBstrom los mA - 50
HauptkenngroBen
KenngroBe Kurzzeichen  Einheit  min. max.
| mA 35
Stromaufnahme, o1 :
mittlerer Wert bei RAS -CAS-Zyklen i oy 200 )
lopa mA 1,5
Ruhestrom
'BBZ uA 100
Ei t [ A s @
ingangsreststrom | u .20 50
P | A -10 10
usgangsreststrom‘ o u .20 20
- Ausgangsspannting > Uon 2,4 _ 4 Uo schaltet zwischen Uss und Uce,
. 2,0 wenn der Ausgang aktiviert. wird und
- \ keine Strombelastung auftritt. Es ist er-
0,4 laubt, Ucc auf Uss zu reduzieren, ohne
B o 4) '
LeAusgangsipennung UoL 0,8 die Datenspeicherung und Refresh zu
0 beeintrachtigen; allerdings wird dabei
Zugriffszeit von RAS aus e 200 der Wert UoH(min.) nicht garantiert.
: ns
Zugriffszeit von CAS aus teac 135
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BE-Nr. U 256 D: 137 87 44 000 256203



Die vorliegenden Datenblitter dienen
ausschlieBlich der Information!

Es konnen daraus keine Liefermog-
lichkeiten oder Produktionsverbind-
lichkeiten abgeleitet werden.
Anderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritts sind vorbehalten.
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